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Fan k-t d onsgshe s o hiredibung

A4 -CHMOS~-RAM

Mit dieser Baugruppe ist es moglich, einen batteriegepufferten
Speicherbereich aufzubauen. Die Datenspeicherung erfolgt im
CMOS-RAM Speicher UL 224. '

Die Adressen AO-AY gelangen invertiert dber die Schaltkreise

RDE-D5 an die Speicher. Aus den Adressen ALO-ALS werden vier

/CE~Signale erzeugt. Ober Dé sind diese mit den SHignalen
/RF8H, /MRER, /SEL verknupft. Die Kartenadresse wird mittels
8% in BE-Schritten eingestellt. Ober 82 ist die Auswahl von
max. 4k aus diesem RAM-Bereich méglich. Die /CE-Signale
gelangen uber die Transistoren Dio an die
Speicherschal threise. Die Transistoren D10 dienen zum Sperren
der /fCE-8ignale beil ausgefallener Betriebsspannung bzw. ‘bei
aktiven J/PF-Signal. Ebenso wird dber VYT1 das 8Bignal /WR
gesperrt. Die Uberwachung der Betriebsspannung von mind. 4,7 V
erfolgt durch VDL wund VL1, Mit 81.1 ist ein manuelles Sperren
des /WR-Signals und somit ein "ROM"-Betrieb moglich.

Der  Datenbus gelangt dber die Treiberschaltkreise DI und D2
und Serienwiderstanden an die Speicher. Die Steusrung von DL-
D2 erfolgt durch /C8, gebildet durch D11 und /RD.

Dig Stromversorgung wird dber die Busleitung  AB2? und VT4
realisiert. Unterschreitet die Spannung den Wert von VL2
aperrt VT4 und die Versorgung erfolgt durch die NiCd-Zellen.
Im Normalbetrieb werden die Knopfzellen lber R1IO mit ca. 1 mA
geladen. Eine Datenpufierung ist mit geladener Batterie ca. 4
Wochen miglich. Die Batterien konnen uber $51.2 abgeschaltet
werden .
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Fos  Gegenstandsnummer ME

Benennung Bemerkungsn

DB

=

o 100-02,.00.00 8551

B 100-02.00,.00:000 Fb

4 100-OR.00.C0:001 Py

5 100-02.00.01 RBlp

& 100-02,.00.02 5p

7 L0002 000 T

18 100--02 . 00.04

Stueck/Schaltteil liste

- Funktionsheschreibung

Fruefvorschrift

Belegungsplan

. Stromlanfplan

L Leiterplattenunteriagen  E 1057

Glaspositiv B

Glaspositiv L

Bearbeitungszeichnung Filmnegativ
Leiterbildzeichnung B
Leiterbildzeichnung L
Bohrlochstrelfen LO7

Enu_l"nr' lochstreifen LOS

Bohranweisung LMB 20

NC—Eohrarnwe isung

Leiterplattenunterlagen E 10535

19 - Blaspositiv B
20 - [Blaspositiv L
21 Bearbeitungszeichnung
22 - Bearbeitungs:zeichnung Filmnegativ
L e L R s leiterbildzeichnung B
24 —  Leiterbildzeichnung L
&5 —  Bohrlochstreifen 107
26 ~  Bohrlochstreifen LOS
T Bohranweisung LMB 20
28 - NC-Bohranweisung
BA der DDR batum - Name s 4k CMDE A
21 .06 .87 Thig 1 Blatt
VER BEI 21 06,89 Thie 100-02.00,00 UL Blatt 1
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